
 

Fig. 1 (a) Membrane PIC, (b) Stripe type SiO2 

mask (c) Island type SiO2 mask. 
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はじめに 我々は On-chip 光配線に向けた薄膜
光集積回路(PIC)(Fig1(a))を提案し、各要素の試
作を行ってきた[1]-[3]。SiO2マスクの点欠陥を用
いた量子井戸無秩序化(QWI)は、再成長不要で汎
用性の高い技術[4]として薄膜光集積技術への応
用が期待される。今回我々は、SiO2 マスク形状
の異なるパターンを用いて QWI プロセスを行い、
マスク周縁部でのバンドギャップ波長変化のマ
スク形状依存性を測定したのでご報告する。 
 
実験 n-InP 基板上に GaInAsP 歪補償 5 層量子
井戸層と、その上下の i-GaInAsP 光閉じ込め層 

55 nm から成る GaInAsP コア層 200 nm、さら
に i-InP 10 nm、GaInAs 保護層 10 nm を成長温
度 650℃の OMVPE により成長したウェーハを
用い、フォトリソグラフィとリフトオフにより、
スパッタ成膜(成膜温度: 室温、圧力: 1.0×10-4 

Torr、出力: 100 W)による SiO2マスク 200 nm の
パターン形成を行い、高速熱処理を N2雰囲気中
において 750 ℃で 180 秒間施した。Fig.1 に示す
ように、SiO2 マスクには、(b)並列する同素子に
パターン 1 個を割当てたストライプ型(100×
2550 μm2)と、(c)各素子にパターン 1 個を割当て
たアイランド型(100×10 μm2)を用いた。 
 
結果 Fig.2に示すPL波長マッピングから、SiO2

マスク周縁部において、バンドギャップ波長が広
い範囲で傾斜的に変化していた。X=0 における断
面波長分布(Fig.3)から、ピーク波長は、ストライ
プ型で 1497 nm、アイランド型で 1486 nm であ
った。基板露出部が狭い、一片 10μm のアイラン
ド型の場合、周囲の SiO2マスクの点欠陥が露出
部全体に拡散しているため、ピーク波長が短波化
されたと考えられる。また Fig.3 から、ピーク波
長平坦部の両肩を指数関数近似した際の波長変
化幅(波長がピーク時の 1/e となる幅)は、ストラ
イプ型では左右其々97 μm、89 μm、アイランド
型では 26 μm、27 μm となった。ストライプ型で
波長変化幅が広がった一因として、基板露出部が
広いため、半導体と SiO2の熱伝導率の差から、
露出部とマスク部で温度差が生じたことが考え
られるが、今後さらなる詳細な検討が必要である。 
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Fig. 2 PL wavelength mapping; (a) Stripe type and  
(b) Island type. 

 

Fig. 3 Cross sectional wavelength distribution (x=0). 
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